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Кафедра «Электронные приборы»
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Гетероструктурная оптоэлектроника
Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях. При оценивании результатов освоения практических занятий применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой. 

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена. 

Форма проведения экзамена – письменный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. После выполнения письменной работы обучаемого производится ее оценка преподавателем и, при необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения экзаменационной оценки.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(результаты по разделам)
	Код контролируемой компетенции (или её части)
	Вид, метод, форма оценочного мероприятия


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Гетероструктуры в современной микроэлектронике
	ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-З ПК-4.2-У ПК-4.2-В ПК-4.3-З ПК-4.3-У ПК-4.3-В
	Зачет, практические занятия

	2
	Полупроводниковые приборы на основе классических гетероструктур
	ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-З ПК-4.2-У ПК-4.2-В ПК-4.3-З ПК-4.3-У ПК-4.3-В
	Зачет, практические занятия

	3
	Гетероструктуры с квантовыми ямами
и сверхрешетками.
	ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-З ПК-4.2-У ПК-4.2-В ПК-4.3-З ПК-4.3-У ПК-4.3-В
	Зачет, практические занятия

	4
	Гетероструктуры с квантовыми проволоками (КП) и квантовыми точками (КТ).
	ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-З ПК-4.2-У ПК-4.2-В ПК-4.3-З ПК-4.3-У ПК-4.3-В
	Зачет, практические занятия


Критерии оценивания компетенций (результатов)
1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5). Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

«Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Чем определяется быстродействие транзистора? 
2. Как низкоразмерные структуры позволяют увеличить быстродействие транзистора?

3. Чем определяется быстродействие диодов с отрицательным дифференциальным сопротивлением? 
4. Как наноструктуры позволяют увеличить быстродействие диодов?

5. Что такое двумерные системы? Виды двумерных систем. Двумерные подзоны. 

6. Плотность состояний в двумерной системе.

7. Что такое квантовые провода? Виды квантовых проводов. 
8. Одномерные подзоны. 

9. Плотность состояний в одномерной системе. Проводимость одномерной системы.

10. Оптика наноструктур. Межзонное и внутризонное поглощение света в твердых телах. Межзонное и межподзонное поглощение в наноструктурах. Правила отбора.

11. Транспорт в двумерных системах. 
12. Эффект Штарка и поляризация квантовых состояний. 
13. Проводимость и емкость двумерных систем как спектральные характеристики.

14. Уровни Ландау. 
15. Свободные электроны в скрещенных электрическом и магнитном полях. Орбитальный и диамагнитные эффекты. Краевые состояния.

16. Квантовый эффект Холла. 
17. Степень вырождения уровней Ландау. Модель резервуара. Модель локализованных состояний. Транспорт по краевым состояниям.

18. Дробный квантовый эффект Холла. 
19. Симметричная калибровка вектор потенциала. Волновая функция и эквивалентная плазма Лафлина. Жидкость Лафлина.
Задания для практических занятий

[image: image1.png]1. PaccuntaiiTe KOHTAKTHYI0 pa3sHOCTh TOTEHIMAIOB  N-n’-TOMONEpEXoJa,
c(hOPMHPOBAHHOIO Ha KOHTAKTE ABYX KPHCTAILIOB € YpoBHeM Jeruposattis 5-10' i
510" cm™ npu koMHaTHOI Temmepatype.

Otser: ¢,=0.12 9B.

2. PaccunTaiite  KOHTAaKTHYI0  a3sHOCTh  NOTEHLMAIOB  TOMOIEPEXOJa,
c(OPMHPOBAHHOTO HA KOHTAKTE JBYX HEBBIPOKICHHBIX IOJIYNPOBOIHHKOB P- M N-
Tina: a) PbS 6) Si. N=10"%cm, Na=10"cm.

Orger: a) ¢;=0.20 5B; 6) 9,=0.79 5B,

3. Hcnonssys nanHbIe W3 Ipuiokenus | paccumTaiite paspisbl 30H POBOAUMOCTH
AEc wn BanenTHoi 30mbl AEy a Taike audQy3HOHHBII NOTeHUMAn @o IS
rereponepexona  n-Si-p-Ge. Tloctpoiite IHEPreTHYECKYIO Jmarpammy .
KOHLEHTpaUMIo MEKHX [OHOPOB B KpeMHMH mpumute pasHoii Ng=5-10"cy”,
KOHIEHTPALHMIO MENIKHX aKLenTopos B repmanmi N,=2:10"°cm™.

Otser: AEc=0.12 5B, AEy=0.34 3B, ) 0,=0.41 3B.

4. Paccuuraiite s WaeanbHOTO rereponepexoa n-Si-p-Ge 3 npeabiymeii 3anaun
TONMHY OGEHEHHBIX CIOEB, HANPAKEHHOCTH Mojell Ha rpaHMUe pasiena i
KOHTAKTHBIE Pa3HOCTH INOTEHUHAIOB, NPHXOMAIMECS Ha Kak/Iblii MaTepHall.
Tloctpoiite ~ dHepreTmueckyio  auarpammy.  Ompenennte, — Kakoil  BBICOTBI
TOTeHIMA/bHbIE Oapbephl CTOAT HAa IYTH BCTPEYHOTO JBHXKEHHA 4Yepe3 Iepexoi
OCHOBHBIX HOCHTENIEli.

Orser: co croporst n-Si: Q=2.4-10 *Ka/en’=1.5-10""em?, d,=0.3mkcm, E=2.25-10°B,
©=0.35 5B; co croponsr p-Ge: Q;=1510"cw?, d:=0.075mkm, E=1.69-10°B,
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[image: image2.png]©:=0.35 5B. Bapbep /uis JBHKEHHs JNIEKTPOHOB M3 KPEMHHA B TEPMaHHii paBeH
9,=0.35 5B, 118 1BUIKEHNS BIPOK U3 TepMaHNUs B KpeMHHii pase g+ AEy=0.75 5B

5. Hcnonb3ys mpaBuiio AHIEPCOHA BBIYMCIIHTE Pa3phiBbl 30HBI NMPOBOAUMOCTH H
BanenTHOIi 30Hbl I reTeporiepexota a) GaAs-AlAs u 6) InAs-GaSb. Kax
HalileHHbIE BeMIMMHEL COINACYIOTCH C OKCTIEPUMEHTATHHBIMH JaHHEMMI? (CM.
pUCYHOK 2).

Orser: a) AE=0.565B, AEy=-0.175B; 6) a) AE=0.865B, AEy=-0.46.

6. Micniosnib3ys npaBuio AHEPCOHA, HAPUCYIITe 30HHYIO AMArpaMMy [PH KOMHATHOM
Temneparype s rerepoctpykryphi p-Aly:Gay sAs — n-GaAs. Kakie THIIbI 3apsios,
MOJKET 3aXBaThIBaTh JaHHasA CTPYKTypa Ha reteporpannuue? Kak nsmenntcs 3oHHas
ZIMarpaMma Ipu NIPHIIOKEHHH TI0CTOSHHOTO MoTeHIuana V?
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